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Telefunken Diode 1N4154 Datasheet

TN 4154

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Abmessungen in mm

®athode r ac
BN mREL Standard Glasgehiuse
E { = E 54A2 DIN 41880
. _ 1 | JEDEC DO 35
- T e e Gewicht max. 0,15 g
Bestempelung: Klartest
Absolute Grenzdaten
Pariodische Spitzensperrspannung Upena 36 W
Sparrspannung Ly 25 v
StoBdurchlaBstrom
= 1us Tesm 2 A
Pericdischer DurchlaBspitzenstrom [ — 500 &
DurchlaBstram [ 300 i
Durchlastrom, Mitteblwert
U, =0 Lot 150 M
Verustleistung
/=4 mm,T =454 B, 440 mwW
Tis25°C P, 500 mW
Sperrschichttemperatur TI 200 o«
Lagerungstemperaturbereich T:tn - B5....+ 200 L
Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
/=4 mm, T =konstant Ry 350 L
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Kenngriien Min. Typ. Max.
:I"I = 25 °C, falls nicht anders angegebean

DurchlaBspannung

I, =30 mA L 0,88 1 W
Sperrstrom
Uy=25%¥ In 9 100 &
UH—EEV,TI=1ED°'C Ie 100 .
Durchbruchspannung
=5 ph UIBH?" 35 W
Diodenkapazitat
Uy=0,f=1MHz, U, =50mV Gy 4 pF
Rilckwartserholzeit
le=Il=10md, i;=1mA - 4 ns
L=10mA U =8V,
lg="01-l, R =1000Q L 2 ns
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